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결정질 박막 실리콘 태양전지는 고품질과, 저비용, 고효율 태양전지를 제작하는데 있어 큰 

가능성이 있다. 본 연구는 결정질 실리콘 박막을 저비용으로 제조하기 위해 도금공정을 사용

하였으며, 시뮬레이션을 이용하여 도금공정 시 실리콘 기판에 미치는 스트레스 영향을 분석

하였다. 

금속-실리콘 인터페이스에서 발생하여 실리콘 기판 내부에 응력이 미치는 영향을 정량적으

로 예측 한 모델링을 적용시켰으며, 시뮬레이션으로 계산 된 스트레스 결과 값에 큰 영향을 

미치는 주요 요인과 매개 변수를 분석하였다. 

도금 재료의 기계적 특성은 크게 밀도, CTE, Young's modulus 등으로 매개변수를 지정하여 

시뮬레이션을 진행하였으며, 밀도는 스트레스 변화에 큰 영향을 주지 않는 것으로 예측되었

으며, CTE는 온도의 큰 영향을 받기 때문에 온도 변화에 따른 직접적으로 영향을 미쳤다.


